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Tranzistorul bipolar in regim variabil. Structuri echivalente

Seminar 4

S4 Tranzistorul bipolar in regim variabil.
Structuri echivalente

S4.1 Tranzistoare echivalente

h;, si hy neglijabili, atunci schema echivalenta

Considerand parametrii
tranzistorului bipolar in regim dinamic corespunzator reprezentarii in conexiune EC, este:
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O structurd formata dintr-un tranzistor §i o rezistenta, care pastreazd 3 borne poate fi

echivalata cu un nou tranzistor, numit tranzistor echivalent.
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tranzistor + rezistenta => tranzistor echivalent

Exista 6 tipuri de asemenea structuri care formeaza tranzistoare echivalente:

4.1.1 Tranzistor inseriat in baza cu o rezistenta
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4.1.2 Tranzistor inseriat in emitor cu o rezistenta
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4.1.3 Tranzistor inseriat in colector cu o rezistenta
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4.1.5 Tranzistor cu o rezistenta in paralel intre baza si colector
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S4.2 Impedante dinamice
O structura formatd dintr-un tranzistor si o rezistentd, si care prezintd doud borne
poate fi echivalatd cu o rezistentd, numitd impedanta dinamica. Intdlnim doud tipuri de

impedante dinamice:

4.2.1 cu rezistenta intre baza si colector (emitorul liber)
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4.2.2 cu rezistenta intre baza si emitor (colectorul liber)
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S4.3 Tranzistoare compuse

O structura formata din doua sau mai multe tranzistore §i care pastreaza 3 borne poate
fi echivalatd cu un nou tranzistor, numit tranzistor compus.
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Tranzistor + tranzistor => tranzistor compus

Cele mai cunoscute structuri de tranzistoare compuse sunt:

4.3.1 Darlington o
hﬁ =h', +(h',,+Dh",,
hiDl =h'y+(h'y,+DR",,

4.3.2 SuperD

hlle = h'u +(h'21 +1)h"11

hzle = (h'21 +1)h"21

hISlG = h'n
hzslc = h'21 (h"21+1)

4.3.3 Super G

4.3.4 Cascod
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S4.4 Tipuri de impedante de acces
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4.4.1 Impedanta vazuta in baza unui tranzistor —_
B
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Impedanta vazutd in baza unui tranzistor este Ry
intalnitd ca impedanta de intrare.

Rg este rezistenta pe care o vede emitorul pana la masa.
4.4.2 Impedanta vazuta in emitorul unui tranzistor E
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Impedanta vazuta in emitorul unui tranzistor
poate fi Intalnita atat ca impedantd de intrare, cat si ca
impedantd de iesire.

Rp este rezistenta pe care o vede baza pand la masa.
4.4.3 Impedanta vazuta in colectorul unui tranzistor C

0
Z, =
Zc
. . Rp | [Re

Impedanta vazuta in colectorul unui tranzistor este
intdlnita ca impedanta de iesire.
S4.5 Transferul de tensiune
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4.5.2 Transferul de tensiune pentru conexiunea EC

- emitor la masa:

h
AT(EM) = _h_ZIRS

11
- sarcina distribuita:

hZIRS ~ RS
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4.5.3 Transferul de tensiune pentru conexiunea BC

- baza la masa:

- baza comuna

hy,
AT(BM) =+ L +R s
1 B

4.5.4 Transferul de tensiune pentru conexiunea CC

A — hZIRS
Ny 4+ (hy, + DR

pentru /1, Rg >> hy, avem Ap oy =1.
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S4.6 Tema de casa



